	I-1 
	Волокна металлоуглеродные с магнитными свойствами, технология их получения

	Область применения
	В радиоэлектронной и других отраслях промышленности. 

	Описание
	Разработан новый вид углеродных волокон — металлоуглеродные волокна (Ме-УВ).

Обладают высокой удельной намагниченностью, которая позволяет использовать современный технологический прием — формирование композиционных материалов в магнитном поле — для получения материалов с анизотропными электрическими и магнитными свойствами.

· Содержание металла — 20 мас %;

· удельное электросопротивление не более 10-2 Ом. м;

· удельная намагниченность — 12—40 Гс-см3 /г;

· прочность на разрыв — 300—100 МПа;.

· стоимость 1 кг — 40 у.е. (в 1,4 раза ниже)

Соответствуют отечественным и мировым аналогам.

Проведена реконструкция технологической линии производства УВ для выпуска Ме-УВ (узлы приготовления солевых растворов и пропитки), разработаны технические условия и опытно-промышленный технологический регламент, получена опытно-промышленная партия, организовано опытно-промышленное производство.

Производство материала Ме-УВ соответствует традиционно применяемому производству углеродных волокон.

	Ожидаемый результат
	На основе разработанных металлоуглеродных волокон с магнитными свойствами получена новая конкурентоспособная продукция — токопроводящие клеи, грунтовки, краски, экраны и поглотители электромагнитных волн.

	Форма 

реализации
	 Срок окупаемости проекта: 3 года. Реализация готовых изделий.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»


	I-2 
	Датчики давления ДД-АТ-2П, ДД-АТ-3П

	Область применения
	Для измерения и контроля давления в пневмогазовых и гидросистемах. Могут быть использованы в автотракторной и автомобильной промышленностях, для контроля технологических процессов 

	Описание
	Датчики давления мембранного типа на основе тонкопленочных тензорезистивных элементов.
· Диапазон измеряемых давлений — 0,1—{0,6; 1,0; 1,6} Мпа;

· диапазон выходного сигнала — 5 В;

· приведенная погрешность измерения — ( 4%; 

· нелинейность выходного напряжения не более 0,5% 

· напряжение питания — 9—16 В;

· масса не более 150 г;

· габаритные размеры не более, мм:


диаметр – 35,


высота – 85.

	Ожидаемый результат
	Разработаны на основе современных методов микроэлектроники. Имеют высокую стабильность и позволяют выполнять измерения с высокой точностью и в широком диапазоне рабочих параметров.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора организует разработку техдокументации, изготовление и поставку прибора, окажет помощь во внедрении разработки.

	Организация разработчик
	Инженерный центр «Плазмотег»


	I-3 
	Датчики температуры ДТ-АТ-ТП-001, ДТ-АТ-ТП-002

	Область применения
	Для измерения и контроля температуры жидких и газообразных сред. Могут быть использованы в автотракторной и автомобильной промышленностях, для контроля технологических процессов 

	Описание
	Тонкопленочные датчики температуры изготовлены по групповой технологии микроэлектроники. В качестве чувствительного элемента используются тонкие металлические пленки, сформированные в заданной конфигурации на диэлектрических подложках.

ДТ-АТ-ТП-001
ДТ-АТ-ТП-002
диапазон измеряемых температур, °С

60— +300

60— +300

номинальное сопротивление при 25 °С, Ом

0,1—10

0,1—10

размер, мм:

диаметр

высота

16

22

16

22

температурный коэффициент сопротивления, %/град

0,4

0,4

рабочий ток, мА

0,1—1

0,1—1

постоянная времени, с

5

5

погрешность измерений, %

0,5

0,5

вес, г

10

10



	Ожидаемый результат
	Разработаны на основе современных методов микроэлектроники. Имеют высокую стабильность и позволяют выполнять измерения с высокой точностью и в широком диапазоне рабочих параметров.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора организует разработку техдокументации, изготовление и поставку прибора, окажет помощь во внедрении разработки.

	Организация разработчик
	Инженерный центр «Плазмотег»


	I-4 
	Диоды с барьером Шоттки: КДШ297АС, КДШ2968БС, КД643ВС

	Область применения
	Производство полупроводниковых приборов. 

	Описание
	Быстродействующие диоды с барьером Шоттки предназначены для применения в экономичных источниках питания и преобразователях напряжения для портативной электронной аппаратуры, ЭВМ, энергосистем линий связи, электропривода и других приборов.

КДШ297АС

КДШ2968БС

КД643ВС

Максимальное пробивное напряжение диодов, U обр. проб. д

50

65

105

максимальный прямой ток диода, I пр.

15

30

20

прямое напряжение диода при максимальном прямом токе Unp

0,7

0,82

0,95

Превышают зарубежные аналоги по U обр. проб. д на 5—10%.

	Ожидаемый результат
	Расширение комплектующей базы для производства полупроводниковых приборов.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Завод Транзистор»


	I-5 
	Микросхема термочувствительного элемента IL135Z

	Область применения
	Микросхема предназначена для систем электронного контроля и управления температурой (точный датчик контроля температуры) с возможностью калибровки. 

	Описание
	Микросхема выполнена в трехвыводном пластмассовом корпусе КТ-26, представляет собой точный термочувствительный элемент. Микросхема функционирует как диод Зенера с изменением напряжения пробоя прямо пропорционально к абсолютной температуре (10 мВ/К). Отличительной особенностью микросхемы IL135Z является линейная зависимость выходного напряжения от температуры.

· Полное динамическое сопротивление менее 1 Ом;

· диапазон рабочих токов питания микросхемы — 450 мкА—5 мА;

· откалиброванный при температуре 25 °С, датчик имеет типовое значение ошибки менее 1 °С; 

· выходное напряжение при Т=25 °С, 2,95 + 3,01 В; 

· изменение выходного напряжения в диапазоне питающих токов, не более 10 мВ; 

· диапазон температуры окружающей среды, -55—+125 °С; 

· первоначальная точность измерения 1 К; 

· непосредственная калибровка в К. 

Функциональный зарубежный аналог данной микросхемы LM135Z ф. SGS-Thomson.

Микросхема освоена в производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Ожидаемыми экономическими и социальными результатами реализации проекта является сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-6
	Микросхема ШИМ контроллера мощного МОП-транзистора

	Область применения
	Микросхема применяется для управления яркостью свечения ламп в панелях индикации автомобилей и других устройств. 

	Описание
	Микросхема IL6083N выполнена в 8-ми выводном DIP корпусе типа MS-001BA, предназначена для управления транзистором, используемым в качестве высоковольтного переключателя. 

· Диапазон напряжения питания батареи — 9,0—16,5 В; 

· максимальный ток потребления не более 7,9 мА; 

· диапазон температуры окружающей среды — -40—+110 °С; 

· скважность (рабочий цикл) — 15—100%. 

Характеристики:

• широтно-импульсная модуляция с частотой до 2 кГц;

• защита от короткого замыкания, перенапряжения и обратной полярности питания;

• защита канала накачки от внешних помех;

• защита от обрыва «земли».

Микросхема удовлетворяет техническим требованиям ГОСТ 18725-83. Функциональный зарубежный аналог данной микросхемы U6083B ф. Temic Semiconductors.

Микросхема освоена в серийном производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Ожидаемыми экономическими и социальными результатами реализации проекта является сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-7 
	Микросхемы интерфейсного приемопередатчика последовательных данных стандартов RS-232 и RS-485/422 

	Область применения
	Для организации интерфейса последовательной передачи данных между периферийным и коммуникационным оборудованием. Применение в персональных компьютерах, контрольно-измерительных системах, автономных системах с батарейным питанием.

	Описание
	1. Микросхема ILX232 выполнена в 16-тивыводном DIP-корпусе типа MS-001BB и 16-выводном SO-корпусе типа MS-012 АС. Имеет встроенный блок умножения напряжения; гистерезис на входах приемника; минимальная скорость изменения выходного фронта, 3В/мкс; один источник напряжения питания — +5 В.

2. Микросхема ILX485, выполнена в 8-выводном DIP-корпусе 2101.8-А и 8-выводном SO-корпусе (рамка АС-200-02-2000), для формирования уровней сигналов стандарта RS-485/422. Низкий ток потребления 300 мкА; диапазон изменения входного напряжения приемника -7В-+12В; минимальное входное дифференциальное напряжение приемника 0.2В; полудуплексный режим работы; два уровня защиты от перегрузки на выходе; обеспечивается режим превышения на выходе при Vcc=5B ± 10%.

ILX 232
ILX 485
скорость передачи информации более, 

120 кбит/с

2.5 Мбит/с

рабочая температура, °С

-40 — +85

-40 — +85

напряжение питания, В

- 4.5—5.5

- 4.5—5.5

ток потребления, мА

- 10 

- 10 

пороговое напряжение на входах, В:

высокого уровня 

- 2.0

- 2.0

низкого уровня 

- 0.8

- 0.8

диапазон рабочих напряжений для входов RS-232, В

-30 — +30

-30 — +30

выходной ток короткого замыкания передатчика, мА

±60

±60

выходное сопротивления передатчика, Ом

300

300

Соответствуют лучшим зарубежным аналогам (МАХ232, МАХ485 ф. MAXIM).

	Ожидаемый результат
	Сокращение импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры, уменьшения количества внешних источников напряжения питания, массогабаритов и сроков разработки изделий электронной техники. Создание элементной базы интерфейсных приемопередатчиков стандарта RS-485 расширение номенклатуры изделий электронной техники, повышение ее технико-экономических показателей, конкурентоспособность, новые рынки сбыта и расширение экспортных возможностей продукции.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-8
	Микросхемы маломощного стабилизатора напряжения

	Область применения
	Микросхемы применяются в источниках питания электронной аппаратуры, в том числе в автомобильной электронике для поверхностного монтажа.

	Описание
	1. ILE4264G, ILE4268GDW — интегральные микросхемы с низким остаточным напряжением. Микросхемы устойчивы к перенапряжению как положительной, так и отрицательной полярности, имеют внутреннее ограничение максимального тока нагрузки с температурным сбросом выходного напряжения. Характеристики: Низкое остаточное напряжение. Очень низкий ток потребления. Встроенная защита от перегрева. Схема устойчива к переполюсовке выводов. 

ILE4264G

ILE4268GDW

максимальный выходной ток не менее, мА

120

180 

ток потребления мА

- <15

<20

остаточное напряжение, мВ

- <500

<500

изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, мВ

- <40

<30

изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, мВ

- <30

30

высокая точность выходного напряжения, В

5±2%

5±2%

диапазон температуры кристалла, °С

- 40 +125 

- 40 +125 

постоянного напряжения значением, В

5

5

точность, %

2

2

остаточным напряжением менее, В

0.5 

0.5 

токе нагрузки, мА

100

150 

1. Микросхема ILE4264G конструктивно выполнена в 4-х выводном пластмассовом корпусе типа P-SOT223 -4-1. 

2. Микросхема ILE4268GDW конструктивно выполнена в 20-ти выводном SO корпусе с шагом выводов 1,27 мм типа P-DSO-20-6. Имеются функция сброса и функция слежения за микроконтроллером, зависящая от нагрузки. Устойчивость к короткому замыканию. Устанавливаемый порог сброса.

Микросхемы удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83. Функциональные зарубежные аналоги данных микросхем: TLE4264G TLE4268G ф. Siemens.

Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-9
	Микросхемы мощного стабилизатора напряжения

	Область применения
	Микросхемы применяются в источниках питания электронной аппаратуры, в том числе в автомобильной электронике для поверхностного монтажа.

	Описание
	ILE4267G, ILE4270G интегральные микросхемы с низким остаточным напряжением. 

Микросхемы устойчивы к перенапряжению как положительной, так и отрицательной полярности, имеют внутреннее ограничение максимального тока нагрузки с температурным сбросом выходного напряжения, логическое управление включением-выключением. Очень низкий ток потребления. Низкое остаточное напряжение. Устойчивость к переполюсовке выводов и короткому замыканию. 
ILE4267G

ILE4270G

Максимальный выходной ток не менее, мА 

500

650

Высокая точность выходного напряжения, В

5±2%

5±2%

Диапазон температуры кристалла, °С

-40—+125 

-40—+125 

Постоянное напряжение 

5В

5В

Точность

2%

2%

Остаточное напряжение менее

0.6 В

0.7 В

Ток нагрузки

400

550мА

Микросхема ILE4267G конструктивно выполнена в пластмассовом 7-ми выводном корпусе типа Р-ТО220-7-180 (SMD). • Входное напряжение до 40В. • Устойчивость к перенапряжению до 60В (<400мс). • ESD - защита до 2000В. • Устанавливаемый порог сброса.

4 Микросхема с входным напряжении до 26В. Микросхема ILE4270G конструктивно выполнена в пластмассовом пяти выводном корпусе с шагом выводов 1,7 мм типа Р-ТО-263-5-1. Ток потребления (Iq=1 00 мА), мА - <75. Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, мВ - <50. Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, мВ - <25.

Разработанные микросхемы ILE4267G, ILE4270G удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83. Функциональные зарубежные аналоги данных микросхем: TLE4267G TLE4270G ф. Siemens.

Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-10
	Микросхемы таймера стеклоочистителя

	Область применения
	Микросхемы применяются в сервисных системах автомобилей. 

	Описание
	Разработаны микросхемы IL33197AN, IL33197AD, IL33197AN-01, IL33197AD-01 таймера стеклоочистителя. Микросхемы IL33197AN, IL33197AN-01 выполнены в 8-ми выводном DIP-корпусе типа MS-001BA, микросхемы IL33197AD, IL33197AD-01 — в 8-ми выводном SO-корпусе типа MS-012AA. Микросхемы выполняют прерывистую, послеполивочную и непрерывную функции стеклоочистителя и непосредственно управляют реле двигателя стеклоочистителя.

IL33197A

IL33197A-01

диапазон напряжения питания батареи, В

8,0—16,0

8,0—16,0

максимальный ток потребления, мА не более

14,5

14,5

диапазон задаваемых временных интервалов, с

0,5—30

0,5—30

выходное закрывающее напряжение, В

19,5—22,0

27,5—32,0

диапазон температуры окружающей среды, °С

-45—+125

-45—+125

Характеристики:

• функция непрерывной очистки, имеет наибольший приоритет;

• функция прерывистой очистки с возможностью регулирования временного интервала очистки от 500 мс до 30 с;

• функция очистки после включения омывателя;

• диапазон рабочего напряжения питания от 8 до 16 В.

Разработанные микросхемы IL33197AN, IL33197AD, IL33197AN-01, IL33197AD-01 удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83. Функциональный зарубежный аналог данных микросхем МС33197А ф. Motorola.

Микросхемы освоены в серийном производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Ожидаемыми экономическими и социальными результатами реализации проекта является сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-11
	Микросхемы управления высокопотенциальным полевым транзистором

	Область применения
	Микросхемы предназначены для использования в автомобильной электронике для управления высокопотенциальным полевым МОП транзистором в автомобильных электросистемах. 

	Описание
	Разработаны микросхемы IL33091AN, IL33091AD. Микросхема IL33091AN, выполнена в 8-ми выводном DIP-корпусе типа MS-001BA, микросхема IL33091AD — в 8-ми выводном SO-корпусе типа MS-012AA. Микросхема IL33091A является высокоэффективным драйвером управления высокопотенциальным мощным полевым МОП транзистором для использования в интенсивном режиме переключения автомобильных электрических устройств. Нагрузкой микросхемы является устройство на основе МОП транзистора, обеспечивающее переключение больших уровней токов в электросистеме автомобиля.

· Максимальный ток потребления, не более 6,0 мА; 

· диапазон напряжения затвор — исток полевого транзистора — 8,0—15,0 В; 

· диапазон температуры окружающей среды -40—+125 °С. 

Характеристики: функционирует с широким спектром N-канальных силовых полевых транзисторов; вход управления, совместимый с МОП логикой; обнаружение и защита от закороток в нагрузке и превышения силы тока узел выхода отказа, сообщающий о состоянии полевого транзистора — при превышении значения тока и при закоротке в нагрузке; возможность подключения индуктивных нагрузок; защита от прямого превышения питающего напряжения и смены полярности аккумуляторной батареи; диапазон напряжения питания от 7 до 24В.

Разработанные микросхемы удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83.

Функциональный зарубежный аналог данных микросхем МС33091А ф. Motorola.

Микросхемы освоены в серийном производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-12
	Микросхемы управления индикацией и реле

	Область применения
	Микросхемы применяются в автомобильной электронике и предназначены для управления индикацией, реле указателя поворотов и детектирования отказа лампы указателя поворотов. IL33193 является промышленным стандартом нового поколения UAA1041 «проблесковый сигнал».

	Описание
	Разработаны микросхемы IL33193N, IL33193D, IL33193N-01, IL33193D-01, IL33193N-02, IL33193D-02. Микросхемы IL33193N, IL33193N-01, IL33193N-02, выполнены в 8-ми выводном DIP-корпусе типа MS-001BA, микросхемы IL33193D, IL33193D-01, IL33193D-02 — в 8-ми выводном SO-корпусе типа MS-012AA. Данная схема разработана для работы в расширенном диапазоне электромагнитных помех, увеличения надежности системы, и упрощения монтажной схемы. IL33193 по цоколевке совместима с UAA1041 и UAA1041B в основных схемах применения.

IL33193

IL32193-01

IL33193-02

диапазон напряжения питания батареи, В

8,0—18,0

8,0—18,0

8,0—18,

скважность (нормальная работа) %

45—55

45—55

45—55

скважность (одна лампа неисправна) %

35—45

35—45

35—45

пороговый уровень детектора неисправной лампы, мВ

42,5— 56 

75—95

75—95

максимальный ток потребления, мА не более 

6,0 

6,0

6,0

диапазон температуры окружающей среды °С

-45—+125 

-45- +125

-45—+125

ВЧ-фильтр для устранения электромагнитных помех; защита при сбросе нагрузки; возможность работы с двойной батареей для защиты при запуске от внешнего источника; внутренняя диодная защита; малый ток потребления в режиме ожидания.

Разработанные микросхемы удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83.

Функциональный зарубежный аналог микросхем IL33193N, IL33193D -МС33193 ф. Motorola. Микросхемы IL33193N-01, IL33193D-01, IL33193N-02, IL33193D-02 зарубежных аналогов не имеют.

Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-13
	Микросхемы усилителя для датчиков с различной проводимостью

	Область применения
	Микросхемы предназначены для использования в автомобильной электронике для тестирования и контроля работы двигателя автомобиля. 

	Описание
	IL1815 — микросхемы усилителя аналогового сигнала переменного напряжения, вызываемого переменным магнитным полем индуктивной катушки (либо другого аналогичного датчика), с последующим преобразованием входного сигнала в последовательность прямоугольных импульсов и передачей их на схему контроллера, управляющего работой устройств управления и контроля двигателя (контроль впрыска топлива, управление и измерение частоты вращения двигателя, тестирование двигателя). Микросхема IL1815N выполнена в 14-ти выводном DIP-корпусе типа MS-001AA, микросхема IL1815D — в 14-ти выводном SO-корпусе типа MS-012AB. 

· Диапазон напряжения питания — 2—12 В;

· ток потребления не более 8,2 мА; 

· выходное напряжение высокого уровня не менее 6,5 В; 

· выходное напряжение низкого уровня не более 0,46 В;

· диапазон температуры окружающей среды — -45—+125°С. 

Характеристики:

• однополярный режим питания;

• точный выбор начального момента зажигания;

• влияние «земли» на вход;

• управление входом микросхемы сигналом, поступающим на внешний резистор, с амплитудой от 75 мВ до 120 В;

• совместимость с КМОП-логикой.

Микросхемы удовлетворяют техническим требованиям ГОСТ 18725-83. Функциональный зарубежный аналог данных микросхем LM1815 ф. National Semiconductors.

Микросхемы освоены в серийном производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Сокращение объемов импортных поставок комплектующих, повышение качества и надежности электронной аппаратуры сервисных систем транспортных средств.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-14
	Сердечники марганец-цинковые ферритовые, технология их изготовления

	Область применения
	Предприятия радиоэлектронной и радиотехнической промышленности. Производство высокопроницаемых унифицированных по типоразмерам сердечников индуцированных элементов для радиоэлектронной аппаратуры. 

	Описание
	Разработаны высокопроницаемые термостабильные ферритовые материалы для слабых и сильных магнитных полей с определенным комплексом электромагнитных свойств и технологии изготовления из них стержневых, тороидальных и Ш-образных сердечников индуктивных элементов. 

Марганец-цинковые ферритовые сердечники:

· плотность — 4,8—5,0 г/см;

· начальная магнитная проницаемость — 2050—2150;

· относительный тангенс угла магнитных потерь:


при На=0,8— не более 15 А/м,


при На=8,0— не более 45 А/м;

· точка Кюри — не менее 200 °С;

· магнитная индукция — 0,45—0,54 Тл.

Высокопроницаемый термостабильный материал для слабых магнитных полей имеет начальную магнитную проницаемость 2100+50;

· относительный тангенс угла магнитных потерь: 


при На=0,8 — не более 13 А/м, 


при На=8,0 — не более 42 А/м; 

температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости в интервале температур +20—+50 °С равный (-0,1+0,8) 1/ °С;

· мощность удельных магнитных потерь на частоте 16 кГц при индукции 0,2 Тл и температуре 25 °С — 9 мкВт/смл*Гц.

Материалы и технологии соответствуют уровню лучших мировых аналогов. По стоимости дешевле в 1,3—2,1раза, аналогов [фирмы «Iskra Feriti» (Словения), Siemens (Германия), Phillips (Франция)].

Освоено опытно-промышленное производство.

	Ожидаемый результат
	Импортозамещающая продукция. Разработанные оснащение и технологические процессы позволяют получать из высокопроницаемых марганец-цинковых материалов ферритовые сердечники с необходимым комплексом электромагнитных свойств. Позволяют повысить эффективность работы радиоэлектронной аппаратуры.

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций: 2,65 млн. у.е. Срок окупаемости проекта: 3 года. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси»


	I-15 
	Технология изготовления БиКМОП интегральных микросхем с субмикронными размерами элементов на основе модульного принципа

	Область применения
	Производство полупроводниковых приборов.

	Описание
	Технологический процесс позволяет изготавливать на одном кристалле элементную базу, включающую биполярные и КМОП транзисторы, для цифроаналоговых ИС с субмикронными проектными нормами.

· Напряжение питания — 8 В; 

· проектные нормы — 0,8—1,0 мкм.

Разработанный БиКМОП технологический процесс аналогов в странах СНГ не имеет. По своим характеристикам разработанная элементная база находится на уровне лучших зарубежных образцов и соответствует уровню элементной базы фирмы Philips. 

Освоена в производстве.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность находится на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Технология использована при разработке и изготовлении КМОП схем с 0,8—4,0 мкм нормами и двухуровневой металлизацией, при  разработке различных схем с 0,8—1,0 мкм БиКМОП техпроцессу (в частности серии м/с TDA93xx).

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций: 134,4 млн. руб. Срок окупаемости проекта: 7 месяцев. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Белмикросистемы» НПО «Интеграл»


	I-16 
	Технология изготовления быстродействующих диодов

	Область применения
	Производство полупроводниковых приборов. 

	Описание
	Найдены оптимальные дозы электронного облучения диодов двух типов: ДЧ607 и ДЧ104-20, температура и время отжига для каждого типа приборов, что позволило увеличить в 5—8 раз их быстродействие при сохранении статических параметров в пределах ТУ. Разработана Технологическая инструкция «Радиационная обработка мощных диодных структур с использованием электронного и гамма-излучения».

Технология аналогов в странах СНГ не имеет, позволяет получать приборы соответствующие уровню аналогичных приборов фирмы «Motorola» (США).

Технология радиационно-термической обработки внедрена в производство.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность находится на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Использование разработанной радиационной технологии позволяет улучшить качество мощных кремниевых диодов, регулировать динамические параметры приборов под заданную номенклатуру и исключить использование золота в технологии изготовления мощных диодов для увеличения их быстродействия.

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций: 30 млн. руб. Срок окупаемости проекта: 2 года. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси»


	I-17 
	Технология изготовления мощных биполярных быстродействующих транзисторов

	Область применения
	Производство полупроводниковых приборов. 

	Описание
	Разработана технология радиационно-термической обработки трёх типов мощных биполярных транзисторов с использованием электронного облучения с энергией 4—6 МэВ, гамма-излучения Со60 и стабилизирующего отжига. В результате быстродействие биполярных транзисторов повышается в 1,5—2 раза, а статические параметры остаются в пределах ТУ. Применение радиационно-термической обработки обеспечивает регулирование динамических параметров мощных биполярных транзисторов под заданную номенклатуру без изменения их основной технологии улучшает качество изделий.

Динамические параметры мощных биполярных транзисторов, мкс: 


время рассасывания — 1,7—2,1; 


время спада — 0,1—0,5.

Технология аналогов в странах СНГ не имеет, позволяет получать приборы, соответствующие уровню аналогичных приборов фирмы Motorola.

Вероятность возникновения отрицательных последствий при реализации проекта не выявлена. Экологическая напряженность находится на уровне обычного производства, изготавливающего полупроводниковые приборы.

	Ожидаемый результат
	Использование разработанной радиационной технологии позволит, увеличить выход годных приборов, снизить себестоимость изделий, исключить из технологического процесса операцию диффузии золота.

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций: 25 млн. руб. Срок окупаемости проекта: 1 год. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси»


	I-18 
	Транзистор биполярный КТ8247А

	Область применения
	Аналоговые и цифровые системы радиосвязи, системы радиолокации. 

	Описание
	Мощный высоковольтный быстродействующий биполярный транзистора в корпусе КТ-28 предназначен для использования в электронных пускорегулирующих устройствах осветительных приборов.

· Максимальное напряжение коллектор-база U max — 700 кб; 

· максимальный ток коллектора I max — 5 к; 

· граничное напряжение, Uкэо — 440 гр; 



	Ожидаемый результат
	Расширение отечественной комплектующей базы электронных приборов и изделий.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Завод Транзистор»


	I-19 
	Транзисторы мощные полевые: Т1103 и Т5103

	Область применения
	Аналоговые и цифровые системы радиосвязи, системы радиолокации. 

	Описание
	Созданы мощные транзисторы сантиметрового диапазона, которые можно использовать в качестве активных приборов в усилителях мощности систем связи и радиолокации.

· Диапазон рабочих частот — 2—8 ГГц;

· коэффициент усиления, не менее, дБ:


на частоте 4 ГГц — 10, 


на частоте 8 ГГц — 5; 

· выходная мощность в линейном режиме, не менее дБ: 


на частоте 4 ГГц — 31, 


на частоте 8 ГГц — 30.

Отечественные аналоги отсутствуют. По техническим параметрам и функциональным возможностям соответствует изделиям компании Hewlett Packard, имеют более низкую стоимость чем изделия НПО «Исток» (г. Фрязино). Мощные полевые СВЧ транзисторы разработаны в двух исполнениях: в корпусе Т1103 и в виде кристаллов Т5103 с выходной мощностью до 1 Вт и рабочей частотой до 8 ГГц.



	Ожидаемый результат
	Применение разработанных мощных транзисторов позволит увеличить срок службы и улучшить характеристики усилителей используемых в качестве активных приборов в мощных усилителях спутников связи, системах радиолокации, удешевить мобильные системы связи.

	Форма 

реализации
	Срок окупаемости проекта: 2 года.

	Организация разработчик
	УП «Минский НИИ радиоматериалов»


	I-20
	Трубы тепловые миниатюрные 

	Область применения
	Электронные приборы, персональные компьютеры.

	Описание
	Разработана технология изготовления миниатюрных тепловых труб (ТТ) круглого и прямоугольного сечения в широком диапазоне размеров и конфигураций.

Примерная характеристика ТТ круглого сечения.
Длина тепловой трубы, мм 

Теплопосредующая способность, Вт 

Термическое сопротивление, К/Вт 

100 

130 

170

200 

35 

30 

25 

20 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

· Длина зоны испарения 20 мм;

· длина зоны конденсации 20 мм; 

· наружный диаметр тепловой трубы 4 мм.

Примерная характеристика ТТ прямоугольного сечения:

· наружные размеры — 150x10x3 мм;

· материал корпуса – медь;
· предельная плотность теплового потока на поверхности испарителя, не менее 30 Вт/см2;

· теплопередающая способность, не менее 30 Вт;

· термическое сопротивление, не более 0,2 К/Вт;

· параметр шероховатости контактных поверхностей —l.6 Ra;

· допуск плоскости контактных поверхностей — 0.025.
По теплопередающей способности и термическому сопротивлению ТТ соответствуют лучшим зарубежным образцам.



	Ожидаемый результат
	Обеспечат эффективный теплоотвод от тепловыделяющих компонентов электронной аппаратуры.

	Форма 

реализации
	Реализация партий миниатюрных ТТ. Разработка и изготовление систем теплоотвода.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси»


	I-21
	Установка термозвуковой сварки ЭМ-4320 

	Область применения
	Производство радиоэлектронной и электротехнической продукции. 

	Описание
	Установка термозвуковой сварки ЭМ-4320 предназначена для присоединения выводов золотой проволокой диаметром 17,5—70 мкм (образование межсоединений), первая сварка встык оплавленным шариком, вторая внахлест.

· Время цикла (обеспечивающее создание сварной точки) при времени сварки до 0,1 с — 0,8с;

· перемещение предметного стола с обрабатываемыми изделиями: грубое (вручную) диаметром 150 мм; точное (манипулятором )

· диаметром 16 мм;

· максимальная температура нагрева рабочего стола 320 °С.

Установка соответствует уровню модели 4522<J).K&S США.

Комплект конструкторской документации откорректирован по результатам испытаний и внедрения и готов к выпуску установочной партии.

Использование установки ЭМ -4320 не связано с отрицательными экологическими последствиями.

	Ожидаемый результат
	Замена морально устаревшего оборудования. Расширение экспортного потенциала и экономия затрат в на приобретение аналогичного оборудования.

	Форма 

реализации
	 Реализация оборудования.

	Организация разработчик
	НПРУП «КБТЭМ-СО»


	I-22
	Установка универсальная разделения подложек размером до 200 мм на фрагменты и кристаллы ЭМ-2085

	Область применения
	Производство интегральных и специальных схем, подложек и субмикронных ИС, СБИС; обеспечение резки подложек из сверхтвердых материалов таких как КНС, кварцевое стекло, керамика, поликор и материалы группы А, В, кремний, германий.

	Описание
	· Максимальный размер подложки (пластины) — 200 мм; 

· диапазон скорости подачи — 0,1—450 мм/с;

· накопленная погрешность шаговых перемещений на длине не более 5/210 мкм/мм; 

· максимальные обороты электрошпинделя — 60 тыс. об/мин; 

· выходная мощность электрошпинделя — 1200 Вт;

· ширина реза (материал-кремний) — 35—40 мкм; 

Диск:

· диаметр — 56 мм; 

· тип корпусной/без корпусной; 

· наработка на отказ — 500 ч; 

· стоимость — 60 тыс. долларов США.

По сравнению с отечественным аналогом ЭМ-2075 данная установка дополнительно обладает биением торцевым и радиальным, посадочными поверхностями оправки вала электрошпинделя не более 0,001 мм. 

Соответствует уровню лучших мировых образцов установок дисковой резки подложек (пластин).

Производство и эксплуатация установки универсальной разделения подложки не имеет вредных экологических последствий.

	Ожидаемый результат
	- Повышение процента выхода годных на операции разделения не менее 99,8%; 

- оригинальный вид; 

- выполнение международных стандартов в области эргономики; 

- широкий выбор опций;
- повышение качества разделения подложек;

- экспорт на рынки в КНР, Индии, стран Юго-Восточной Азии и СНГ.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	ГНПК ТМ «Планар»


